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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５５３—１９９７《硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法》。

本标准与原标准相比，主要有如下变化：

———新增加少子寿命值的测量下限范围；

———删除了有关“斩切光”的内容；

———本标准将ＧＢ／Ｔ１５５３—１９９７中第７章“试剂和材料”和第８章“测试仪器”并为第６章“测量仪

器”；

———本标准增加了“术语”章和“体寿命”的解释；

———本标准在“干扰因素”章增加了对各干扰因素影响的消除方法。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料厂。

本标准主要起草人：江莉、杨旭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５５３—１９７９、ＧＢ５２５７—１９８５、ＧＢ／Ｔ１５５３—１９９７。
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硅和锗体内少数载流子寿命测定

光电导衰减法

１　范围

１．１　本标准规定了硅和锗单晶体内少数载流子寿命的测量方法。本标准适用于非本征硅和锗单晶体

内载流子复合过程中非平衡少数载流子寿命的测量。

１．２　本标准为脉冲光方法。这种方法不破坏试样的内在特性，试样可以重复测试，但要求试样具有特

殊的条形尺寸和研磨的表面，见表１。

表１ 单位为毫米

类　　型 长　　度 宽　　度 厚　　度

Ａ １５．０ ２．５ ２．５

Ｂ ２５．０ ５．０ ５．０

Ｃ ２５．０ １０．０ １０．０

１．３　本标准可测的最低寿命值为１０μｓ，取决于光源的余辉，而可测的最高寿命值主要取决于试样的尺

寸，见表２。

表２ 单位为微秒

材料 类型Ａ 类型Ｂ 类型Ｃ

ｐ型锗 ３２ １２５ ４６０

ｎ型锗 ６４ ２５０ ９５０

ｐ型硅 ９０ ３５０ １３００

ｎ型硅 ２４０ １０００ ３８００

１．４　本标准不适用于抛光片的验收测试。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５５０　非本征半导体材料导电类型测试方法

ＧＢ／Ｔ１５５１　硅、锗单晶电阻率测定　直流两探针法

ＧＢ／Ｔ１４２６４　半导体材料术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４２６４规定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

表观寿命　犳犻犾犪犿犲狀狋犾犻犳犲狋犻犿犲

光电导衰减到初始值的１／犲时的时间常数τＦ（μｓ）。
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